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【57】申請專利範圍
1.　一種晶粒接合裝置，具備：
　　第一接合頭，其係拾取晶粒；

　　第一接合平台，其係保持基板；及

　　電漿照射器，其係對上述第一接合頭拾取的上述晶粒之表面及上述第一接合平台保

持的上述基板之表面照射電漿，

　　在上述晶粒之表面上設置絕緣膜和金屬電極，在上述基板之表面上設置絕緣膜和金

屬電極，藉由照射上述電漿，上述晶粒之絕緣膜以及上述基板之絕緣膜被活性化。

2.　如請求項 1之晶粒接合裝置，其中
　　上述電漿照射器具有朝上方噴出電漿的氣體供給孔和朝下方噴出電漿的氣體供給孔。

3.　如請求項 2之晶粒接合裝置，其中
　　進一步具備控制裝置，該控制裝置被構成為並行進行藉由上述電漿照射器朝上方照

射電漿和朝下方照射電漿。

4.　如請求項 2之晶粒接合裝置，其中
　　進一步具備控制裝置，該控制裝置被構成為在不同的時序進行藉由上述電漿照射器

朝上方照射電漿和朝下方照射電漿。

5.　如請求項 1之晶粒接合裝置，其中
　　上述電漿照射器具有往一方向噴出電漿的氣體供給孔，

　　進一步具備控制裝置，該控制裝置被構成為使上述氣體供給孔朝向上方照射電漿之

後，使上述氣體供給孔朝向下方照射電漿。

6.　如請求項 1之晶粒接合裝置，其中
　　上述電漿照射器具有第一電漿照射器和第二電漿照射器，該第一電漿照射器具有朝

上方噴出電漿的氣體供給孔，該第二電漿照射器具有朝下方噴出電漿的氣體供給孔。

7.　如請求項 6之晶粒接合裝置，其中
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　　具備控制裝置，該控制裝置被構成為並行進行藉由上述第一電漿照射器朝上方照射

電漿，和藉由上述第二電漿照射器朝下方照射電漿。

8.　如請求項 6之晶粒接合裝置，其中
　　進一步具備控制裝置，該控制裝置被構成為在不同的時序進行上述第一電漿照射器

朝上方照射電漿，和藉由上述第二電漿照射器朝下方照射電漿。

9.　如請求項 1之晶粒接合裝置，其中
　　進一步具備：

　　第二接合頭，其係加壓被載置於上述基板的晶粒，和

　　第二接合平台，其具有加熱被載置晶粒的上述基板之加熱裝置。

10.   一種安裝方法，包含：
　　拾取工件的工程；

　　保持基板的工程；

　　對拾取到的上述工件之表面及被保持的上述基板之表面照射電漿的工程；及

　　將被照射到電漿的上述工件接合於被照射到電漿的上述基板的工程；及

　　在上述晶粒之表面上設置絕緣膜和金屬電極，在上述基板之表面上設置絕緣膜和金

屬電極，藉由照射上述電漿，使上述晶粒之絕緣膜以及上述基板之絕緣膜活性化的工程。

11.   一種半導體裝置之製造方法，包含如請求項 10之安裝方法。
圖式簡單說明

[圖 1]為表示在實施型態中之覆晶接合機之概略的上視圖。
[圖 2]為圖 1所示之晶圓供給部之主要部的概略剖面圖。
[圖 3]為在圖 1所示之覆晶接合機中之拾取部周邊之概略正視圖。
[圖 4]為在圖 1所示之覆晶接合機中之接合部之臨時壓接部之概略側視圖。
[圖 5]為在圖 1所示之覆晶接合機中之接合部之正式壓接部之概略側視圖。
[圖 6]為表示圖 1之覆晶接合機之控制系統之概略構成的方塊圖。
[圖 7]為表示以圖 1所示之覆晶接合機所實施的接合方法的流程圖。
[圖 8]為表示圖 1所示之電漿照射器之構成的圖。
[圖 9]為說明在第一接合部中之電漿照射方法的圖。
[圖 10]為說明在第一接合部中之電漿照射方法的圖。
[圖 11]為說明在第一變形例中之電漿照射方法的圖。
[圖 12]為說明在第一變形例中之電漿照射方法的圖。
[圖 13]為說明在第二變形例中之電漿照射方法的圖。
[圖 14]為說明在第二變形例中之電漿照射方法的圖。
[圖 15(a)]及[圖 15(b)]為說明在第三變形例中之接合工程的圖。
[圖 16(a)]及[圖 16(b)]為說明在第三變形例中之接合工程的圖。
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